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[はじめに]直接遷移型半導体である酸化亜鉛（ZnO）は、室温でのバンドギャップが約 3.3 eV で

あり、液晶ディスプレイや薄膜太陽電池の透明電極へ応用され、フレキシブルディスプレイの実

用化に伴った開発が進められている。近年ではプロセスの低コスト化が進み、真空装置を用いな

い非真空プロセスに注目が集まっている。非真空プロセスはスプレー熱分解法やディップコート

法、スピンコート法などが挙げられるが、これまでスピンコート法を用いて、高透過率（80%以上）

の ZnO 薄膜を作製し、有機系太陽電池に応用した 1, 2)。本研究では、スピンコート法を用いて緻

密 ZnO 薄膜を低温で作製し、ペロブスカイト太陽電池の応用を検討した。 

 

[実験]ジエチル亜鉛（DEZ）原料（東ソー・ファインケム株式会社提供）を用いてスピンコート法

により緻密 ZnO 薄膜を作製した。基板はコーニング基板（EAGLE XG）を用い、成膜温度は 50～

200℃で行った。作製した薄膜は、X 線回折法(XRD)、走査型電子顕微鏡(SEM)、透過測定、ホー

ル測定等で評価を行った。セル作製は、ITO 基板に緻密 ZnO を作製して行った。 

 

[結果] DEZ を用いて、スピンコート法により室温で成膜し、50～200°C で熱処理を行った。図 1

及び図 2 に 50°C で熱処理をして作製した緻密 ZnO 膜の SEM 画像及び XRD スペクトルを示す。

図 2 より作製した ZnO 膜は、ICDD カードのピーク位置と一致しており、多結晶 ZnO 膜が形成さ

れていることを確認した。詳細は、当日報告する。 
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  図 2 緻密 ZnO 膜の XRD スペクトル 
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  図 1 緻密 ZnO 膜の SEM 画像 
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